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概概概概        要要要要    

    

ＩＴＯやＩｎ２Ｏ３は、透明導電膜として液晶ディスプレーなど電子デバイス

に不可欠な材料である。しかし、近年Ｉｎの枯渇が問題となっており、Ｉｎの

消費を低減したデバイス作製方法の開発が求められていた。本技術は、エッチ

ング工程のない自己組織化膜を利用したパターニング法を提供し消費低減を

図るものである。 

従来技術従来技術従来技術従来技術・・・・    

競合技競合技競合技競合技術術術術    

とのとのとのとの比較比較比較比較    

（（（（優位性優位性優位性優位性））））    

従来技術では、透明導電 In2O3 膜のパターン化形成のためエッチングを用い

ていたが、エッチングによる In の廃棄やエッチングダメージの問題があった。

本開発技術では、エッチング工程を経ることなく、In2O3 薄膜パターンおよ

び In(OH)3 薄膜パターンを合成することができる（図 1）。そのため、上記の

問題を回避することができる。 

本技術本技術本技術本技術のののの    

有用性有用性有用性有用性    

本技術により、任意の形状の基材表面に In2O3 パターンを形成することがで

きる。エッチング工程を必要としないため、In の消費低減やエッチングによる

特性劣化も回避でき、有用性が高い。 

関連情報関連情報関連情報関連情報    

（（（（図図図図・・・・表表表表・・・・写真等写真等写真等写真等））））    

 

 

 

 

 

 

 

図 1．In2O3 薄膜パターンの電子顕微鏡写真  
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